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 电路参数

 MOS管尺寸与ALPIDE相同

 Cs = 220 fF

 仿真设置

 Ibias = 20 nA, IDB = 4.5 nA

 ITHR = 0.5 nA, Cd = 2.5 fF

 Ileak = 400 fF, Vreset = 1.4 V

 VCASP = 600 mV, VCASN = 400 mV, VCASN2 = 500 mV

 Cout_A = 2 fF, Cout_D = 6 fF （前仿真）

Cout_A = 0 fF, Cout_D = 0 fF （后仿真）

 Vclip = 0, Vsub = 0 V

 M1 衬底与源级相连
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Front_end sector 0



 与前仿真相比，后仿真结果输入信号减小13%，模拟输出幅度减小37%

 寄生电容：PIX_IN 0.7 fF, OUT_A 4.0 fF, OUT_D 2.62 fF
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瞬态响应

蓝线： 前仿真
红线： 后仿真

后仿真未达到阈值 @ 150 e-



 噪声性能对比
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前后仿真结果

阈值 瞬态噪声 阈值失配

前仿真 138.1 e- 3.3 e- 2.7 e-

后仿真 162.7 e- 3.2 e- ---


